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１．概要（Summary） 

広いバンドギャップを持つ窒化ガリウム（GaN）は、従来

の半導体材料であるシリコンに比べて高い絶縁破壊強度

を有するため、高効率パワー半導体デバイスの材料とし

て期待されており、GaN を用いた電子デバイス（トランジ

スタやショットキーバリアダイオード）の研究が盛んにおこ

なわれている。パワー半導体デバイスに用いる上面電極

の試作検討を、蒸着装置、及び、ICP ドライエッチング装

置を用いて行ったので報告する。今回は、GaN 基板を用

いた試作の前に、条件出しのため、Si ダミー基板を用い

て出来栄えの確認を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

有機ドラフトチャンバー、酸アルカリドラフトチャンバー 

マスクレス露光装置、スピンコーター、電子ビーム真空蒸

着装置、触針式段差計、化合物半導体エッチング装置

(ICP-RIE)、デジタルマイクロスコープ 

 

【実験方法】 

最初に、有機ドラフトチャンバー、及び酸アルカリドラフ

トチャンバー内にて、シリコン基板の洗浄を行い、その後、

電子ビーム真空蒸着装置を用いて、上面電極

（Ti/Al=0.2/2.8 m）の成膜を行った。次に、スピンコータ

ー、マスクレス露光装置を用いて、フォトレジストのパター

ニングを行い、化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE)

による上面電極のドライエッチングを実施した。ICP-RIE

の条件は、NPF標準条件（Cl2=10 sccm, プロセス圧力 

=0.5 Pa, ICP power=150 W, BIAS power=50 W,  

ステージ温度=20℃）を用いた。最後に、デジタルマイクロ

スコープによる観察を実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ドライエッチングを行う際、最初に、ダミーサンプルを使

って、上記ドライエッチング条件での Alのエッチングレイト

の確認を行った。尚、Al のエッチング量は、触針式段差

計を用いて計測した。結果、エッチングレイトは、1.1 

m/min であった。また、ドライエッチング直後（レジスト除

去前）の光学顕微鏡画像を、Figure.1 に示す。Si 上には

Alや Ti膜の残渣は確認されておらず、NPFの化合物半

導体エッチング装置を使うことで、膜厚＝約 3 mのAl上

面電極を問題なく加工出来ることが確認できた。 

 

Fig. 1 Optical microscope image of Al electrodes  

after ICP dry etching. 
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